Svazek pomalych pozitronu
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Moderator pozitronii

Vystupni prace pozitronu
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Moderator pozitronii

nckteré geometrie moderatorli pozitronti
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Moderator pozitronti

nckteré geometrie moderatorli pozitronti
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Moderator pozitronii
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Moderator pozitronii

Normalized S-parameter (arb. units)
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Svazky pomalych pozitrontu

22Na zdroj pro svazek pomalych pozitrona

 iThemba Labs (Jizni Afrika)

- 50 mCi = 1.85 GBq

* klasicky pozitronovy zdroj 4 = 1 MBq

* svazek pomalych pozitroni 4 = 1 GBq
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Svazky pomalych pozitronu

22Na zdroj pro svazek pomalych pozitrona
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Svazky pomalych pozitronu

22Na zdroj pro svazek pomalych pozitrona
* okénko - 5 um Ti folie
e transmisni geometrie moderatoru

* vytéZek pomalych pozitronti

W moderator
Pt moderator
Mo moderator
Ni moderator
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Svazek pomalych pozitronu

* svazek pomalych pozitroni (Helmholtz-Zentrum Dresden Rossendorf)
 vybér pomalych pozitroni — zato€eni svazku

» magnetickeé vedeni svazku solenoidy

deflector coils HPGe
sample detector

chamber

solenoids

Helmhotlz coils accelerator gate
valve

22Na Source
and moderator



Svazek pomalych pozitronu

* svazek pomalych pozitronti (Helmholtz-Zentrum Dresden Rossendorf)
 vybér pomalych pozitroni — zato€eni svazku

» magnetickeé vedeni svazku solenoidy

22Na pozitronovy zdroj + W moderator

urychlovac

HPGe detektor

komora se vzorkem



Svazek pomalych pozitronu

* svazek pomalych pozitroni (MFF UK

22Na pozitronovy zdroj

 vybér pomalych pozitroni — zato€eni svazku 5 + W moderator
urychlovac

» magnetické vedeni svazku

komora se vzorkem

HPGe detektory




Implantacni profil monoenergetrickych pozitronu
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Svazek pomalych pozitronu s laditelnou energii

» studium hloubkového profilu defekti
e studium tenkych vrstev

» méteni zpctné diflize pozitronil



Charakterizace defektu v Pd

» charakterizace defektli na svazku pozitront s laditelnou energii

e sttedni difuzni délka pozitronu: L, = (151 £ 4) nm

povrchovy stav

12:% LA L I LA B
( ® well annealed bquPd:

1.20 |

1.16 |

SIS,

1.12 |
1.08 |

1.04 |

iy

anihilace v Pd vrstvé

1.00 L

0 5 10 15 20 25
E (keV)



Charakterizace defektu v Pd

» charakterizace defektli na svazku pozitront s laditelnou energii

» plasticka deformace — nartst S, zkraceni L.
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® cold rolled bulk Pd
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Charakterizace defektu v Pd

» charakterizace defektli na svazku pozitront s laditelnou energii

* nanokrystalicky Pd film — zachyt pozitronli v misfit defektech na hranicich zrn

L L L L e s
® well annealed bulk Pd

i cold rolled bulk Pd 7

1.20 [ O  nanocrystalline Pd film -

1.24 |

1.16 |

SIS,

1.12 F

1.08 |

1.04 |

1.00:|""""""--l----l....




Tenke vrstvy Nb dopované vodikem

Nb film o tloust’ce 1.1 um pokryty Pd vrstvou o tloust'’ce 20 nm

e tloustka (1100 + 50) nm (profilometrie) (1120 £ 20) nm (TEM)
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* na povrchu deponovana Pd vrstva (20 nm)



Tenke vrstvy Nb dopované vodikem

* sloupcovite krystality
» Sitka =~ 50 nm

200 Nm




Tenke vrstvy Nb dopovan¢ vodikem

Nb film o tloust'’ce 1.1 pum pokryty Pd vrstvou o tloust'ce 20 nm
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Tenke vrstvy Nb dopované vodikem

Nb film o tloust'’ce 1.1 pum pokryty Pd vrstvou o tloust'ce 20 nm
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Tenke vrstvy Nb dopované vodikem

Nb film o tloust'’ce 1.1 pum pokryty Pd vrstvou o tloust'ce 20 nm
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Tenke vrstvy Nb dopované vodikem

Nb film o tloust'’ce 1.1 pum pokryty Pd vrstvou o tloust'ce 20 nm

0.56

0.55

0.54

0.53

o 44—t
0 10 20 30

E (keV)



Tenke vrstvy Nb dopované vodikem

Nb film o tloust’ce 1.1 um pokryty Pd vrstvou o tloust’ce 20 nm
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Tenke vrstvy Nb dopované vodikem

Nb film o tloust’ce 1.1 um pokryty Pd vrstvou o tloust’ce 20 nm
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Tenke vrstvy Nb dopované vodikem

Nb film o tloust’ce 1.1 um pokryty Pd vrstvou o tloust’ce 20 nm

absorpce vodiku na hranicich zrn nove defekty vytvorené pti vzniku hydridu
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M¢éfteni zpétné diftize pozitronu

» méfeni diflizni delky L, pozitronu ve studovaném materialu

e pfitomnost defektii — zkraceni L

L (L,
* koncentrace defekti: ¢, = ——1
v\ L

L, p — difuzni delka pozitronii v bezdefektnim materialu L,  =./D. 7,

v — specificka zachytova rychlost



M¢éfteni zpétné diftize pozitronu

1 7
c, = 2

» méfeni doby Zivota pozitronil v, 1

- priklad: vakance v FeAl slitinach ( 1 1 j

Tp Ty

* komponenta od volnych pozitronti nemiize byt rozliSena ve spektru dob Zivota pozitronil,
kdyz jeji intenzita je I, < 5% (saturovany zachyt)

« odpovida to koncentraci vakanci ¢, > 2 x 10

I (L,
C, = ——1
VoA 14 4 /4 * [o] * [e] VV TB L+
» méteni zpétné diflize pozitronil
e diftizni délku pozitronli neni mozné¢ zjistit pokud L, < 1 nm

« odpovida to koncentraci vakanci ¢, > 7 x 102



Zakalen¢ slitiny Fe-Al — méfeni doby Zivota pozitront

* dvou-komponentni spectrum:
7, — volné pozitrony

7, — pozitrony zachycené ve vakancich
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Zakalen¢ slitiny Fe-Al — méfeni doby Zivota pozitront

* doba Zivota 7, pozitronu zachycenych ve vakancich

 rostouci koncentrace Al atomu okolo vakanci
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Zakalene slitiny Fe-Al — méfeni na svazku pomalych pozitronu
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Zakalene slitiny Fe-Al — méfeni na svazku pomalych pozitronu
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Zakalene slitiny Fe-Al — méfeni na svazku pomalych pozitronu
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Zakalene slitiny Fe-Al — méfeni na svazku pomalych pozitronu
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Zakalene slitiny Fe-Al — méfeni na svazku pomalych pozitronu
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Zakalene slitiny Fe-Al — méfeni na svazku pomalych pozitronu

e dvé vrstvy:

* (1) oxid na povrchu 15-20 nm (i1) Fe-Al slitina
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Zakalene slitiny Fe-Al — méfeni na svazku pomalych pozitronu

S parametr
* s rostoucim obsahem Al klesa L, a nartsta S 1.08
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Zakalene slitiny Fe-Al — koncentrace vakanci

* FesAl,; : méfeni doby zivota pozitrond: ¢;, = (7.0 £ 0.5) x 10
méfeni zpétné diftze: ¢, = (5 £ 1) x 10
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O LT spectroscopy
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Zakalene slitiny Fe-Al — koncentrace vakanci

A T Haraguchi 2001, LT spectroscopy
€ R. Wirschum 1995, in-situ LT spectroscopy
4 Y.A. Chang 1993, microhardness + theoretical modeling
@O  J. Joardar 2005, dilatometry + XRD
X D. Paris 1977, dilatometry + XRD
%* K. Ho 1978, dilatometry + XRD
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